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1. Za koliko se spremeni specificna prevodnost silicijevega vzorca n-tipa, ¢e se zaradi osvetlitve
poveta koncentracija ve&inskih in manjginskih prostih nosilcev za An = Ap = 9-10"* cm™?
(Podatki: 1, =460 cm?/Vs, Hn = 3" 14p).

(Resitev: A = 0,265 S/cm)

2. Dologite nadomestni model silicijeve diode s stopni¢astim p » spojem za majhne signale nizkih
frekvenc, ¢e je na diodo priklju¢ena zaporna napetost 12 V.
(Podatki: Ny = 100Np, Up =709 mV, 4 =0,1 mm?, Is =2 nA)
(Resitev: Np=1-10" cm >, D =3,99-10* cm, C7= 2,5 pF)
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(Resitev: fr=49, Ic =2 mA, Iz = 40,8 pA, tokovi: 0, 20, 40, 60, 80, 100 pA)

4. V danem vezju z MOS tranzistorjem dolocite upornost Rp tako, da bo izhodna napetost Upg
enaka polovici napajalne napetosti Upp. NariSite nadomestno vezje za majhne signale, dolocCite
parameter g»; in izracunajte napetostno ojacenje vezja, ki je definirano kot amplitudno razmerje
majhne izmeni¢ne komponente izhodne proti vhodni napetosti 4, = ugy/tigs.

(Podatki: Upp =24V, Ug=5V, Ur=3V, Cotta =2 mAV?>, W/L = 10)
(Resitev: nasicenje, Ip =40 mA, Rp =300 Q, g,; =40 mS, 4, =-12)
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Pisete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi ena¢bami in konstantami.
Rezultati bodo objavljeni predvidoma jutri dopoldan v STUDIS-u.




